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(57) AfestracJ^The invention relates to a semiconductor device with a semiconductor element (12), in particular, a power laser diode 
bar, arranged on a cooling element (20), whereby said cooling element (20) comprises a cooling channel (26) in the interior thereof, 
for the introduction of a coolant. The cooling channel (26) comprises microstructures in at least one region (32) for an effective 
heat transfer to the coolant. The semiconductor element (12) essentially completely overlaps the region (32) of the cooling channel 
(26) comprising the microstructures. An intermediate support (16) is arranged between the semiconductor element (12) and the 
cooling element (20), which is arranged and embodied to compensate for the mechanical tensions arising between the semiconductor 
element (12) and the cooling element (20) as a result of differing thermal expansions of the semiconductor element (12) and the 
cooling element (12). The material of the cooling element (20) has a particularly preferred high modulus of elasticity such that the 
compensation essentially occurs within the clastic expansion region. 

(57) Zusammenfassung: Halbleitervorrichtung mit einem Halbleiterbauelement (12), insbesondere einem Leistungs-Laserdioden- 
barren, das auf einem KUhlelement (20) angeordnet ist, wobei das KUhlelement (20) in seinem Inneren einen KUhlkanal (26) zum 
Fuhren eines Kuhlmittels enthalt. Der KUhlkanal (26) weist in zumindest einem Bereich (32) Milcrostrukturen fur einen effektiven 
Warmetibergang zum Klihlmittel auf. Das Halbleiterbauelement (12) Uberlappt im Wesentlichen vollstandig mit dem die Mikro- 
strukturen aufweisenden Bereich (32) des Kiihlkanals (26). Zwischen dem Halbleiterbauelement (12) und dem KUhlelement (20) ist 
ein Zwischcntragcr (16) angeordnet, der dcrart cingcrichtet und ausgelcgt ist, dass cr aufgrund von unterschicdlichen thermischen 
Ausdehnungen von Halbleiterbauelement (12) und KUhlelement (20) auftretende mcchanischc Spannungen zwischen Halbleiterbau- 
element (12) und KUhlelement (20) kompensiert. Das Material des KUhlelements (20) weist besonders bevorzugt einen derart hohen 
Elastizitatsmodul auf, dass die Kompensation im Wesentlichen im elastischen Dehnungsbereich erfolgt. 
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